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Образование углеродных кластеров с количеством составляющих их атомов до 60 при распылении графита атомарными ионами наблюдалось в работах [1,2]. При этом выход вторичных кластерных ионов C60- не превышал 10-9 от выхода атомарных вторичных ионов углерода 
В данной работе проведены исследования выхода кластерных ионов углерода с количеством составляющих их атомов до 100 при распылении графита кластерными ионами Sbm+ (m=1-4), Aum- (m=1-9) и молекулярными ионами фталоцианина меди CuPc+ ¼ CuPc+, CuPc2+ в диапазоне энергий 3 -18 кэВ. Графитовая мишень бомбардировалась молекулярными ионами под углом 450 и вторичные ионы собирались вдоль нормали к поверхности.
Наблюдаются четно нечетные осцилляции выхода вторичных кластерных ионов Cn+ в области 50 < n <100 с преимуществом более чем на порядок четных ионов. Характерно, что в целом наблюдается лишь слабое уменьшение выхода больших кластерных ионов Cn+ в области 50 < n <100 с ростом n.. Выход ионов Cn+ в области 50 < n <100 при бомбардировке ионами Sb4+ , CuPc+, CuPc2+ составляет в среднем 10-3 по сравнению с выходом атомарных ионов углерода. Сравнивая выход больших кластерных ионов углерода Cn+ (n=50-100) при бомбардировке кластерными и молекулярными ионами с выходом этих ионов при бомбардировке атомарными ионами, можно сделать заключение об увеличении эффективности их генерации до 106 раз. 
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